
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201711019197.3

(22)申请日 2017.10.26

(71)申请人 TCL集团股份有限公司

地址 516006 广东省惠州市仲恺高新技术

开发区十九号小区

(72)发明人 张东华　向超宇　张滔　辛征航　

李乐　邓天旸　

(74)专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事

务所(普通合伙) 44268

代理人 王永文　刘文求

(51)Int.Cl.

H01L 51/56(2006.01)

H01L 27/32(2006.01)

 

(54)发明名称

一种像素界定层及制备方法与应用

(57)摘要

本发明公开一种像素界定层及制备方法与

应用，方法包括：提供原始的亲水像素界定层；在

所述像素界定层的坝体的侧面上部分制备SiO2

薄膜；对所述SiO2薄膜进行处理使其形成SiO2-

OH；将硅烷偶联剂溶液添加至经处理的SiO2薄膜

表面，使硅烷偶联剂与SiO2-OH进行反应形成一

层疏水性材料，得到新的像素界定层。本发明在

成型的像素界定层上部分沉积上一层SiO2，利用

等离子体或UV灯照射处理，在SiO 2表面形成

SiO2-OH，接着将配好的硅烷偶联剂溶液喷洒在

SiO2表面，与SiO2-OH反应形成一层疏水性材料，

从而获得像素界定层上部分疏水的结构，有效改

善喷墨打印墨水的均匀性。
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1.一种像素界定层的制备方法，其特征在于，包括步骤：

提供原始的亲水像素界定层；

在所述像素界定层的坝体的侧面上部分制备SiO2薄膜；

对所述SiO2薄膜进行处理使其形成SiO2-OH；

将硅烷偶联剂溶液添加至经处理的SiO2薄膜表面，使硅烷偶联剂与SiO2-OH进行反应形

成一层疏水性材料，得到新的像素界定层。

2.根据权利要求1所述的像素界定层的制备方法，其特征在于，所述像素界定层的坝体

侧面未被疏水性材料覆盖的厚度为0.5-1.5um。

3.根据权利要求1所述的像素界定层的制备方法，其特征在于，所述像素界定层的坝体

的厚度为3-5μm。

4.根据权利要求1所述的像素界定层的制备方法，其特征在于，所述SiO2薄膜的厚度为

50-500nm。

5.根据权利要求1所述的像素界定层的制备方法，其特征在于，采用等离子体化学气相

沉积方法制备所述SiO2薄膜。

6.根据权利要求1所述的像素界定层的制备方法，其特征在于，对所述SiO2薄膜进行等

离子体或紫外灯照射处理使其表面形成羟基。

7.根据权利要求1所述的像素界定层的制备方法，其特征在于，所述硅烷偶联剂溶液

中，硅烷偶联剂的体积浓度为2-20%。

8.根据权利要求1所述的像素界定层的制备方法，其特征在于，所述硅烷偶联剂包括

γ-  (2，3-环氧丙氧)  丙基三甲氧基硅烷、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、γ-氨丙

基三乙氧基硅烷中的一种或多种。

9.一种像素界定层，其特征在于，采用如权利要求1-8任一项所述的像素界定层的制备

方法制备而成。

10.一种如权利要求9所述的像素界定层的应用，其特征在于，将所述像素界定层用于

制备电致发光器件。
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一种像素界定层及制备方法与应用

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域，尤其涉及一种像素界定层及制备方法与应用。

背景技术

[0002] 喷墨打印技术已经能够应用在发光二极管（LED）显示面板行业，喷墨打印前需要

预先在基板上完成像素界定层的制备，喷墨打印过程中，为了能够将打印墨水有效的打印

在基板上，以减少咖啡环（coffee  ring），减少马朗戈尼流（Marangoni  Flow）影响，提高墨

水均匀性及分辨率，会对像素界定层进行表面处理，如表面亲疏水性能改善。

发明内容

[0003] 鉴于上述现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种像素界定层及制备方法与

应用，旨在解决现有像素界定层的结构，墨水打印上去后均匀性不好的问题。

[0004] 本发明的技术方案如下：

一种像素界定层的制备方法，其中，包括步骤：

提供原始的亲水像素界定层；

在所述像素界定层的坝体的侧面上部分制备SiO2薄膜；

对所述SiO2薄膜进行处理使其形成SiO2-OH；

将硅烷偶联剂溶液添加至经处理的SiO2薄膜表面，使硅烷偶联剂与SiO2-OH进行反应

形成一层疏水性材料，得到新的像素界定层。

[0005] 所述的像素界定层的制备方法，其中，所述像素界定层的坝体侧面未被疏水性材

料覆盖的厚度为0.5-1.5um。

[0006] 所述的像素界定层的制备方法，其中，所述像素界定层的坝体的厚度为3-5μm。

[0007] 所述的像素界定层的制备方法，其中，所述SiO2薄膜的厚度为50-500nm。

[0008] 所述的像素界定层的制备方法，其中，采用等离子体化学气相沉积方法制备所述

SiO2薄膜。

[0009] 所述的像素界定层的制备方法，其中，对所述SiO2薄膜进行等离子体或紫外灯照

射处理使其表面形成羟基。

[0010] 所述的像素界定层的制备方法，其中，所述硅烷偶联剂溶液中，硅烷偶联剂的体积

浓度为2-20%。

[0011] 所述的像素界定层的制备方法，其中，所述硅烷偶联剂包括γ-  (2，3-环氧丙氧) 

丙基三甲氧基硅烷、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、γ-氨丙基三乙氧基硅烷中的

一种或多种。

[0012] 一种像素界定层，包括像素界定层，其中，采用如上所述的像素界定层的制备方法

制备而成。

[0013] 一种如上所述的像素界定层的应用，其中，将所述像素界定层用于制备电致发光

器件。
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[0014] 有益效果：本发明提供一种像素界定层的制备方法，在成型的像素界定层上部分

沉积上一层SiO2，对所述SiO2进行处理，在SiO2表面形成SiO2-OH，接着将配好的硅烷偶联剂

溶液喷洒在SiO2表面，反应形成一层疏水性材料，从而获得像素界定层上部分疏水的结构，

有效改善喷墨打印墨水的均匀性。

附图说明

[0015] 图1为本发明提供的原始的像素界定层的结构示意图。

[0016] 图2为本发明制备的新的像素界定层的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 本发明提供一种像素界定层及制备方法与应用，为使本发明的目的、技术方案及

效果更加清楚、明确，以下对本发明进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例

仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0018] 本发明提供一种像素界定层的制备方法较佳实施例，其中，包括步骤：

提供原始的亲水像素界定层；

在所述像素界定层的坝体的侧面上部分制备SiO2薄膜；

对所述SiO2薄膜进行处理使其形成SiO2-OH；

将硅烷偶联剂溶液添加至经处理的SiO2薄膜表面，使硅烷偶联剂与SiO2-OH进行反应

形成一层疏水性材料，得到新的像素界定层。

[0019] 本发明在成型的像素界定层上部分沉积上一层SiO2，对所述SiO2进行处理，在SiO2

表面形成SiO2-OH，接着将配好的硅烷偶联剂溶液喷洒在SiO2表面，反应形成一层疏水性材

料，从而获得像素界定层上部分疏水、下部分亲水的结构。这种结构改变了像素界定层的润

湿特性，在向像素界定层界定的像素区沉积发光单元（包括空穴功能层、发光层和电子功能

层）材料时，上部分疏水能够避免溶液流到相邻的像素区，下部分亲水能够改善溶液的表面

张力，使溶液能够平整地铺满像素界定层界定的像素区内，从而提高成膜均一性，进而改善

器件发光质量，延长使用寿命。

[0020] 下面通过具体的实施例对上述步骤进行详细说明。

[0021] 所述提供原始的亲水像素界定层的步骤中，如图1所示，所述原始的亲水像素界定

层包括衬底1和设置于衬底1上的坝体2。所述原始的亲水像素界定层可以通过以下步骤制

备得到：在备好的衬底1上旋涂一层坝体材料，所述坝体材料可以采用常规的像素界定层材

料，旋涂的厚度为3-5μm，覆盖上做好图案的掩膜板，对其进行曝光显影后，获得该图案的像

素界定层。所述像素界定层的制备为现有技术，更为具体的制备过程在此不再赘述。

[0022] 进一步地，在所述衬底上制备所述原始的亲水像素界定层之前，还包括步骤：对所

述衬底进行清洗处理，具体清洗过程：将洗剂水溶液喷淋在玻璃表面，经过毛刷刷洗后，进

入高压喷淋超纯水中，冲洗玻璃表面，除去玻璃表面的残液，最后将其吹干。

[0023] 所述在所述像素界定层的坝体的侧面上部分制备SiO2薄膜的步骤中，将所述坝体

的侧面水平分为上部分和下部分，在所述坝体的侧面上部分制备一层SiO2薄膜，其制备步

骤具体包括：换上已设计好的掩膜板，然后置于等离子体化学气相沉积（PECVD）腔室中，在

所述像素界定层的坝体的侧面上部分，采用PECVD方法制备一层SiO2薄膜，所述SiO2薄膜的
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厚度为50-500nm，所述像素界定层的坝体侧面未被疏水性材料覆盖（即坝体侧面的下部分）

的厚度为0.5-1.5um。这个厚度大于空穴、发光、电子等功能层总的厚度。打印墨水时，像素

界定层上部分疏水能够避免墨水流到相邻的像素区，下部分亲水能够改善墨水的表面张

力，使墨水能够平整地铺满像素界定层界定的像素区内，墨水干燥后，沉积在像素界定层底

侧；然后打印下一层墨水时，像素界定层下部分的亲水结构改善了墨水的表面张力，使得墨

水能平整地铺满像素区，而上部分亲水能够避免墨水流到相邻的像素区；使得每层结构的

溶液均能在上侧疏水、下侧亲水的作用，形成均一的薄膜。

[0024] 对所述SiO2薄膜进行处理的步骤中，作为其中优选实施例，对所述SiO2薄膜进行等

离子体或紫外灯照射处理使其表面形成羟基。其中，所述等离子体处理的工艺参数为：气体

为氢气或甲烷，流量10-50sccm，射频功率13.56MHz，射频功率设置范围50-100W，刻蚀时间

30-100s，对所述SiO2薄膜等离子体处理的目的：轰击SiO2薄膜表面，以除去弱键，增强SiO2

表面活性，促进形成SiO2-OH。

[0025] 所述UV灯照射处理中，紫外光的波长为190-400nm，该波长范围的紫外光照射SiO2

薄膜时，可去除SiO2表面吸附的有机分子，增强SiO2表面活性，促进形成SiO2-OH。UV灯照射

处理的时间为20-40min，优选30min。经紫外灯照射处理后，在SiO2薄膜表面形成SiO2-OH。

[0026] 所述将硅烷偶联剂溶液添加至经处理的SiO2薄膜表面，使硅烷偶联剂与SiO2-OH进

行反应形成一层疏水性材料，得到新的像素界定层的步骤中，具体包括步骤：将配制好的硅

烷偶联剂溶液采用喷洒方式添加至经处理的SiO2薄膜表面，与SiO2-OH反应形成一层疏水性

材料，获得像素界定层上部分比下部分疏水的像素界定层，以解决现有墨水打印上去后均

匀性不好的问题。

[0027] 所述硅烷偶联剂溶液与SiO2-OH反应形成一层疏水性材料的机理为：硅烷偶联剂

是一类在分子中同时含有两种不同化学性质基团的有机硅化合物，其一端为可水解的基

团，这些基团水解时产生硅醇（Si(OH)3），与无机物质反应形成硅氧烷；另一端为有机官能

团，类似于表面活性剂的结构。本发明通过使用硅烷偶联剂，硅烷偶联剂可水解的基团端与

SiO2表面-OH连接，另一端则为疏水性基团，从而获得一层具有表面疏水性能的材料。

[0028] 优选地，所述硅烷偶联剂包括γ-  (2，3-环氧丙氧)  丙基三甲氧基硅烷、γ-甲基

丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、γ-氨丙基三乙氧基硅烷中的一种或多种。更优选地，所述

硅烷偶联剂为KH-550，其化学名称：γ-氨丙基三乙氧基硅烷，分子式：H2NCH2CH2CH2Si

(OC2H5)3。

[0029] 优选地，所述硅烷偶联剂溶液中，硅烷偶联剂的体积浓度为2-20%，优选5%。

[0030] 本发明还提供一种像素界定层，其中，采用如上所述的像素界定层的制备方法制

备而成。结合图2所示，所述像素界定层包括原始的亲水像素界定层，所述原始的亲水像素

界定层包括衬底1和形成于衬底1上的坝体2，其中，还包括像素界定层的坝体2的侧面上部

分形成的疏水性材料层3。本发明像素界定层上部分疏水的结构，这种结构改变了像素界定

层的润湿特性，在向像素界定层界定的像素区沉积发光单元（包括空穴功能层、发光层和电

子功能层）材料时，上部分疏水能够避免溶液流到相邻的像素区，下部分亲水能够改善溶液

的表面张力，使溶液能够平整地铺满像素界定层界定的像素区内，从而提高成膜均一性，进

而改善器件发光质量，延长使用寿命。

[0031] 本发明还提供一种如上所述的像素界定层的应用，其中，将所述像素界定层用于
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制备电致发光器件。

[0032] 本发明采用上述方法制备得到像素界定层，然后通过喷墨打印的方式制备QLED器

件。作为其中一优选实施例，在所述像素界定层所界定的区域内，采用喷墨打印的方法依次

沉积空穴注入层（HIL），空穴传输层（HTL），量子点发光层（QD），电子传输层（ETL）以及背电

极。本发明制备得到的像素界定层，由于像素界定层的坝体的侧面上具有疏水性，采用喷墨

打印方法制备QLED器件时，可以改善墨水均匀性，使所制备的器件性能更加稳定，且工艺简

单。

[0033] 下面通过实施例对本发明进行详细说明。

[0034] 实施例1

本实施例像素界定层的制备步骤如下：

1、对ITO玻璃衬底进行清洗，清洗过程：将清洗剂水溶液喷淋在玻璃上下表面，经过毛

刷刷洗后，进入高压喷淋超纯水中，冲洗玻璃表面，除去玻璃表面的残液，最后经过80℃风

刀室将其吹干；

2、在ITO玻璃衬底上旋涂一层光刻胶，厚度为4μm，覆盖上掩膜板，对其进行曝光显影，

形成图1中所示的像素界定层；

3、然后换上已设计好的掩膜板，送到PECVD腔室，真空度达到3×10-4Pa，通入硅烷

（SiH4）、笑气（N2O）和氮气（N2），流量分别为45sccm、365sccm和790sccm，射频功率为100W，沉

积时间为60s，在像素界定层坝体上侧面上部分沉积一层厚度50nm的SiO2，沉积结束后，将

其取出真空腔室；

4、对形成的SiO2薄膜进行紫外灯照射处理30min，在SiO2薄膜表面形成SiO2-OH，然后将

配制的体积浓度为5%的硅烷偶联剂溶液喷洒在SiO2表面，从而在像素界定层上部分形成一

层疏水性材料，得到图2中所示的新的像素界定层。所述硅烷偶联剂是KH-550，化学名称：

γ-氨丙基三乙氧基硅烷，分子式：H2NCH2CH2CH2Si(OC2H5)3。

[0035] 实施例2

本实施例像素界定层的制备步骤如下：

1、对ITO玻璃衬底进行清洗，清洗过程：将清洗剂水溶液喷淋在玻璃上下表面，经过毛

刷刷洗后，进入高压喷淋超纯水中，冲洗玻璃表面，除去玻璃表面的残液，最后经过80℃风

刀室将其吹干；

2、在ITO玻璃衬底上旋涂一层光刻胶，厚度为5μm，覆盖上掩膜板，对其进行曝光显影，

形成图1中所示的像素界定层；

3、然后换上已设计好的掩膜板，送到PECVD腔室，真空度达到3×10-4Pa，通入硅烷

（SiH4）、笑气（N2O）和氮气（N2），流量分别为45sccm、365sccm和790sccm，射频功率为100W，沉

积时间为300s，在像素界定层坝体上侧面上部分沉积一层厚度250nm的SiO2，沉积结束后，

将其取出真空腔室；

4、对形成的SiO2薄膜进行紫外灯照射处理20min，在SiO2薄膜表面形成SiO2-OH，然后将

配置的体积浓度比为15%的溶液喷洒在SiO2表面，从而在像素界定层上部分形成一层疏水

性材料，得到图2中所示的新的像素界定层。所述硅烷偶联剂是KH-550，化学名称：γ-氨丙

基三乙氧基硅烷，分子式：H2NCH2CH2CH2Si(OC2H5)3。

[0036] 综上所述，本发明提供的一种像素界定层及制备方法与应用，本发明在成型的像
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素界定层上部分沉积上一层SiO2，利用等离子体或UV灯照射处理，在SiO2表面形成SiO2-OH，

接着将配好的硅烷偶联剂溶液喷洒在SiO2表面，与SiO2-OH反应形成一层疏水性材料，从而

获得像素界定层上部分疏水的结构，有效改善喷墨打印墨水的均匀性。采用本发明方法制

备得到像素界定层，然后通过喷墨打印的方式制备QLED器件，工艺简单，所制备的器件性能

更加稳定。

[0037] 应当理解的是，本发明的应用不限于上述的举例，对本领域普通技术人员来说，可

以根据上述说明加以改进或变换，所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保

护范围。
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图1

图2
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